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CMP, Kimyasal-Mekanik-Parlatma (Chemical-Mechanical-Polishing) Sistemi Teknik Sartnamesi

Bu sartname MEMS, wafer thinning ve yizey diizlestirme uygulamalari icin 10 mm x 10 mm 6rnek
boyutundan 4-inch wafer boyutuna kadar genis bir numune araliginda CMP islemini
gercgeklestirebilecek bir sistemin teknik gerekliliklerini tanimlar.
1. Genel Sistem Ozellikleri

i.  Sistem, Chemical Mechanical Planarization (CMP) prensibi ile calismalidir.

ii. Islenebilir numune araligi: En az: 10 mm x 10 mm 6rnek olmalidir. 4” alttas (wafer) islemeye
uygun olmaldir.

iii.  Sistem arastirma ve prototip Uretim sireglerine uygun olmaldir.
iv.  Sistem kimyasal sigramalara karsi kapali glivenlik kabini ile donatilmis olmalidir.

v.  Sistem Tirkiye elektrik altyapisina (220-240 V AC (tek faz) veya 380—400 V AC (ii¢ faz), 50 Hz)
tam uyumlu olmalidir.

2. Parlatma Plakasi (Polishing Platen)
i.  Platen capi 9.5 inch veya esdegeri olmali, 10 mm x 10 mm 6rnek ile 4” alttas arasinda 6rnek
boyutlarini islemeye uygun olmalidir.

ii.  Platen hizi genis bir aralikta ayarlanabilir olmali ve CMP siirecleri icin literatiirde yaygin
olarak kullanilan yaklasik 30—100 rpm araligini kapsayacak sekilde galisabilmelidir.

iii.  Platen hem CW (saat yoni) hem CCW (saat yoni tersi) yonde donebilmelidir.
iv.  Pad degistirme islemi hizli ve operator tarafindan kolay gercgeklestirilebilir olmahdir.

3. Parlatma Kafasi / Tagiyici Sistemi (Polishing Head / Carrier System)
i. 10 mm x 10 mm boyutunda 6rnek ve 4" wafer icin uygun wafer tasiyici (carrier) sunulmahdir.

ii.  Sistem, kliciik numuneler icin adaptor veya fixture takilmasina izin vermelidir.

iii.  Tasiyici (Carrier) asagi/yukari hareketi motorlu veya kontrolli bir mekanizma ile
saglanmalidir.

iv.  Baslik (Head) hizi ayarlanabilir olmali ve CMP siiregleri igin tipik olarak kullanilan yaklasik 20—
100 rpm araligini kapsayacak sekilde galisabilmelidir.

v.  Asagi-yonla kuvvet/basing (downforce/pressure) araligi distik kuvvetli polimer CMP ile
yuksek kuvvetli metal/dielektrik CMP’yi destekleyecek sekilde ayarlanabilir olmalidir.

vi.  Sistem, wafer ylizey uniformitesini artirmak amaciyla otomatik yatay tarama (sweeping /
oscillation) hareketine sahip olmalidir.
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4. Sartlandirma (Conditioning) Ozellikleri

i.  Sistem in-situ veya ex-situ pad sartlandirma (conditioning) yapabilmelidir.

ii.  Sartlandirma (conditioning) islemi sirasinda hiz ve siire parametreleri ayarlanabilir olmalidir.
iii.  Sistem tasarimina bagli olarak conditioning hareketi (oscillation / sweep) de kontrol edilebilir
ozellikte olmaldir.

5. Slurry Dagitim Sistemi
i.  Sistem slurry besleme altyapisina sahip olmalidir.

ii.  Birveya birden fazla kimyasal icin ayarlanabilir debi ile slurry dagitimi yapilabilmelidir.
iii. DI sudurulama (rinse) destegi bulunmalidir.

6. Yazilim ve Regete (Recipe) Yonetimi
i.  Sistem PC tabanli veya entegre kontrol paneli ile ¢alismalidir.

ii.  Enaz10adiml ¢cok kademeli (multi-step) CMP recetesi olusturulabilmelidir.

iii.  Her adim icin ayarlanabilir parametreler (Suire, platen hizi, bashk hizi, kuvvet/basing, slurry
debisi, conditioning parametreleri) olmalidir.

iv. Islem parametreleriicin veri kaydi yapilabilmelidir.

7. Yiizey Puriizluliigia (Surface Roughness) Performansi
Sistem, kullanilan pad, slurry ve kimyasal prosese bagh olarak degisebilecek olmakla birlikte,
asagidaki ylzey plrizIlGlagi seviyelerine ulasilmasini destekleyecek kontrol hassasiyetine sahip
olmalidir.

i.  Bakir (Cu) planarizasyonu: Hedef Ra: <5 nm

ii.  Silikon & SiO; yuzeyleri: Hedef Ra: £2 nm
iii.  Polimer yizeyleri (SU-8, PI, BCB vb.): Hedef Ra: £ 20 nm

8. Giivenlik
i.  Koruma/glvenlik sistemi kapakli veya kapaksiz tasarimlarda Uretici ¢6zimuine bagh olmakla
birlikte, operatoriin dénen parcalara erisimini engelleyecek glivenlik mekanizmasina sahip
olmahdir.

ii.  Acil durdurma butonu olmalidir.
iii.  Kimyasal dayanimli i¢ ylizeylere sahip olmalidir.

iv.  Asiri yik korumasina sahip olmalidir.
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9. Teslimat ve Egitim
i.  Sistem tim bilesenleri ile teslim edilmelidir.

ii.  Yerinde kurulum yapiimalidir.
iii.  Operasyon, islem (process) ve bakim egitimleri verilmelidir.

10. Garanti ve Servis
i. Sistem en az 1 yil garantili olmalidir.

ii.  Teknik destek (yedek parca ve iscilik) 10 yil boyunca sunulmalidir.
iii.  Anza durumunda; uzaktan destek icin en gec¢ 2 glin icinde, yerinde destek icin Uretici

tarafindan makul bir midahale sliresi taahhut edilmelidir.
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